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<English Translation> 

DE299 21 937 Ul 

Power semiconductor module 

5 A power semiconductor module with a plastic frame (l) which contains 
a carrier substrate (2) constituting the base of the module and 
supporting electric components (3a, 3b) whereby metal connection 
elements (4) are led through at least one of its side supports, 
characterized in that the connection elements (4) in the plane of the 
10 plastic frame extend throughout this frame and that a cover (8) is 
provided, fitted with at least one circumferential wall section (10) 
overlying and sealing the longitudinal and lateral supports of the 
plastic frame. 
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® Leistungshalbleitermodul 

@ Leist ungsha I bleite r mod u I m it ei nem Kunststoff rah men 
(1), der ein den Baden des Moduls bildendes, elektrani- 
sche Bauelemente {3a, 3b) tragendes Tragersubstrat (2) 
aufnimmt und wobei durch wenigstens eine von dessen 
Seitenstreben metallische AnschluGelemente (4) gefuhrt 
sind, dadurch gekennzeichnet, daK die Anschlulielemen- 
te (4} sich in der E bene des Kunststoff rah mens durch die- 
sen hindurcb erstrecken, und daft ein Deckel (8) vorgese- 
hen ist, der m it wenigstens einem umlaufenden, auf den 
langsseitigen Streben und den Querstreben des Kunst- 
stoffrahmens verschlieSend aufliegenden Wandungsab- 
schnitt (10) versehen ist. 
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Le i s t ungshalbl e i t e rmodul 



Die Erfindung betrifft ein Leistungshalbleitermodul mit 
einem Kunststoffrahraen, der ein den Boden des Moduls bil- 
dendes, elektronische Baueletnente tragendes Tragersub- 
strat aufnimmt und wobei durch wenigstens eine von dessen 
L&ngsstreben metallische Anschlufielemente gefunrt sind. 
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Bin derartiges Halbleiterleistungsmodul 1st beispielswei- 
se aua der DE 197 19 703 Al bekannt. Bei diesem verlaufen 
die Anscblufielemente unter einem Winkel von 45° durch. die 
Langsetreben des Kunststoffrahmens hindurch. Dies er- 
schwert den Her stel lungs vorgang. 

Der Erfihdung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Lei- 
stungshalbleitermodul der eingangs genannten Art zu 
schaffen, das besonders einfach zu fertigen ist. 

ErfindungsgeroaS wird diese Aufgabe dadurch geldst, daS 
die Anschlufielemente sich in der Ebene des Kunststoffrah- 
mens durch. diesen hindurch erstrecken und da£ ein Deckel 
vorgesehen ist, der mit einem umlauf enden, auf den Langs - 
streben und den Querstreben des Kunststof f rabmens dich- 
tend aufliegenden Wandungsabschnitten versehen ist. 

Ein bevorzugtes Ausfubrungsbeispiel zeichnet sich dadurch 
aus, dafi der Deckel mit einer Einffillausnehmung versehen 
ist. 

We iter wird vorgeschlagen, dafi der umlaufende Wandab- 
schnitt des Deckels in Richtung auf den Rahmen herab- 
hangt. Dadurch wird das Einbringen einer elektrisch iso- 
lierenden VerguSmasse bis zu einem Niveau von oberhalb- 
der Trennebene von Deckel und Rahraen ermSglicht. Dies ist 
insbesondere fur den Fall wichtig, wenn die Langsstreben 
und Querstreben nicht uber das zur elektrischen Isolation 
erforderliche Niveau hinausgehen . 

Die Erf indung wird im folgenden anhand einer Zeichnung 
erlautert. Dabei zeigt: 
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Fig. 



1 



eine Schnittdarstellung- durch das 
Halbleitermodul, wobei der Deckel 
nicht vorhanden ist, 



Fig. 



2 



eine Fig. 1 entsprechende Darstel- 
lung mit Deckel. 



Das Leistungshalbleitermodul besteht aus einem rechtecki- 
gen Kunststof frahmen 1, der ein den Boden des Module bil- 
dendes, elektronische Bauelemente tragendes Tragersub- 
strat 2 aufnimrat. Durcli die Langsstreben des Kunststof f- 
rahmens l sind tnetallische AnschluSelemente 4 gefuhrt. 

Die Anschlufieleraente erstrecken sich im Bereich des 
Kunststoffrahmens in dessen Ebene, wobei bei dem GieSen 
des Kunststoffrahmens die AnschluSel entente 4 flach in das 
Werkzeug eingelegt werden, wobei die Anschlufielemente von 
einem Streifen 6 des Kunststoffrahmens abgedeckt und da- 
mit fixiert werden. 

Die Anschlufcelemente 4 weisen - in bekannter Weise - An- 
schlufiflachen 5 auf , die zum Aufbringen eines Bonddrahts 
7, der mit einem der Bauelemente 3a, 3b Oder dem Trager- - 
substrat 2 verbunden sind, dient, 

Bei dem gezeigten Ausftthrungsbeispiel sind die AnschluS- 
elemente aufierhalb des Kunststoffrahmens nach oben abge- 
bogen, sie konnen jedoch auch - je nach beabsichtigter 
Montage - nach unten abgebogen oder gerade harausgeftthrt 
sein. 

Fig. 2 verdeutlicht, daS ein Deckel 8 vorgesehen ist, der 
mit einem umlaufenden, auf den Langsstreben und den Quer- 
streben des Kunststoffrahmens dichtend aufliegenden Wan- 
dung sabschnit ten 10 versehen ist, die eine senkrechte Er- 



BOfiffl^Y&B6miERf " 

- 4 - 

streckung aufweisen, die h6her als die maximale Erhebung 
der Bonddrahte 7 ist. 

Der Deckel ist mit einer Einfullof fnung 11 versehen, 
durch die nach dem Aufbringen des Deckels eine Vergufimas- 
se 9 in 4en von dem Kunststoff rahmen 1, dem Tragersub- 
strat 2 &nd dem Deckel gebildeten Raum mit einer Vergufi- 
masse 9 gefullt werden kann. 

Bei dem dargestellten Aiasfiihrungsbeispiel ist der Deckel 
mit einem umlaufenden Wandabschnitt 10 versehen, der in 
Richtung auf den Rahmen unter Bildung eines haubenartigen 
Elements herabhangt. 
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Ansprflche 



1. lieistungshalbleitermodul mit einem Kunststof f rahmen 
(1), der ein den Boden des Module bildendes, elektroni- 
sche Bauelemente (3a, 3b) tragendes Trage r subs t rat (2) 
aufnimmt und wobei durch wenigstens eine von dessen 
Seitenstreben raetallische Anschlu&elemente (4) geftihrt 
sind, dadurch gekennzeichnet , dafi 

die AnschluBelemente (4) eich in der Ebene des Kunst- 
stof frahmens durch diesen hindurch erstrecken, und dafi 
ein Deckel ^8) vorgesehen ist, der mit wenigstens einem 
umlaufenden, auf den langsseitigen Streben und den 
Querstreben des Kunststof frahmens verschlieSend auflie- 
genden Wandungsabschnitt (10) versehen ist. 

2. Leistungshalbleiterraodul nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Deckel (8) mit einer Einfull- 
ausnehmung (ll) versehen ist. 



3. Leistungshalbleiterrnodul nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafi ein umlaufender Wandab- 
schnitt (10) des Deckel (8) in Richtung auf den Rahmen 
herabhangt . 
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4 . Leistungshalbleitermodul nach einem der vorangehen- 
den Anspruclie, dadurch gekennzeichnet, dafi der oder die 
Wandungsabschnitt (e) (10) mit einer sexxkrechten Er- 
streckung versehen sind, die hoher als die maximale 
Erheibung der Bonddr&hte (7) ist. 



